
SiC上のカーボンナノチューブを下地とした 

カーボンナノチューブフォレストのクローニング成長 

Carbon nanotube cloning growth from carbon nanotube on SiC  
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1. 緒言 

本研究では、SiC表面分解法で作成した高配向・高

密度のカーボンナノチューブフォレスト (CNT on 

SiC)
[1]を下地としてクローニングを行い、長尺化を試

みた。ジグザグ型の構造を持つ CNT on SiC にカイラ

リティを保ったまま長尺化が可能なクローニングの

手法を用いることで、ジグザグ型にそろった長尺な

ナノチューブフォレストが期待される。 

2. 実験方法 

まずn型4H-SiC基板のC面に、SiC 表面分解法を用

いてCNTを成長させた。このときのCNT長は約30 nm

であった。次に、CNT終端キャップを過酸化水素水

溶液で穏やかに酸化し、開端処理を行った[2]。最後に、

先端放電型リモートプラズマCVD装置(RPCVD)を用

いてクローニング成長を試みた。CVDでは、原料ガ

スである水素とメタンの流量の割合と温度を変化さ

せ、最適条件を探索した。図1にこのプロセスを示す。 

3. 実験結果 

図 2に開端処理後、RPCVD による処理後(処理時

間 1時間、4時間)のラマン測定結果を示す。RPCVD

での合成条件は、水素：メタン = 30:20 sccm、基板

温度 860℃であった。RPCVD で 1 時間処理を行っ

た試料のスペクトルは開端後に比べて下地である

SiC 由来のピーク強度が小さくなっていることが確

認できた。さらに、処理時間 4時間のものは 1 時間

のものに比べてSiC由来のピーク強度が小さくなる

ことに加え、CNT の G ピーク、D ピークの強度が

大きくなっている。RPCVD 処理により開端された

CNT がクローニング成長し、処理時間に応じて成

長が進行したと考えられる。成長した CNT の詳細

に関しては当日報告する。 
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図 1 クローニング成長プロセス 

 

 

 

 

図 2開端後、RPCVD処理 1時間後、4時間後で

のラマンスペクトル 
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